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Funkcni vzorek

Senzor na bazi hybridnich nanostruktur pro detekci plynnych
uhlovodikd

» V souladu s platnou metodikou Utadu viady

CR je uplatfiovan funkéni vzorek.

P Funkéni vzorek vznikl v piimé souvislosti
s feSenim projektu ,SEPIOT — Senzory plynu
na bazi hybridnich nanostruktur pro loT
aplikace* (TH04010211).

P Senzor pro detekci plynnych uhlovodiku je

tvofen planarni kombinovanou senzorovou
platformou KBI2 obsahujici interdigitalni
elektrodovou strukturou pro depozici senzitivni
vrstvy s §itkou mezery mezi elektrodami 15 ym
a délkou elektrod 2 mm.

P Senzitivni vrstva je tvofena jednosténnymi
uhlikovymi nanotrubicemi (SWCNT)

dekorovanymi  In,O,/SnOx a platinovymi

Obr. 2: SEM snimek snzitivnl' vrstvy SWCNT/In,O,/SnO, s nanocasticemi (Pt NPs).
platinovymi nanoc¢asticemi (Pt NPs). P Pfi ptsobeni plynnych uhlovodikd dochazi ke
I E— zméné odporu senzitivni vrstvy, jedna se tedy
i J— o chemorezistivni senzor.
o T P Senzor obsahuje topny odporovy element
o umoznujici vyhfivani senzoru na pozadovanou
200 | teplotu pro zvySeni citlivosti senzitivni vrstvy.
il P Kuréeni aktualni teploty zahrnuje senzorova
™ 4[ J A, !J\ﬁ platforma senzor teploty na bazi platinového
3 Q ’J X‘ R — termistoru Pt1000.
dgrg EDX analyza senzitivni ;;stvy SWCNT/InyO,/SnOx s > Senzorova platforma je pfipravena pomoci
EVIDENCNI CisLoO: platinovymi nanogasticemi (Pt NPs). litografie a tenkovrstvé technologie, .
22190-FV016-2021 . magnetronové naprasené vrstvy platiny na
keramickém substratu na bazi Al,O03.
) os P Topny element a teplotni senzor jsou kryty
KONTAKTNI OSOBA: Les0s

izolani skelnou vrstvou, ktera byla pfipravena
doc. Ing. Tomas Blecha, Ph.D. pomoci tlustovrstvé techniky.
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magnetronovym naprasovanim.
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, e . P Konstrukce senzoru umoziiuje jeho pfimé
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